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SUPPORTS D'ENREGISTREMENT OPTIQUE IRREVERSIBLE. 

Supports cf enregistrement optique. 
' Le support comprend un empilement blcouche constitu6 
cfune couche Inorganique 30 et d'une couche semi-refie- 
chissante 32. La couche inorganique 30 est apte & se defor- 
mer sous Peffet d'un rayonnement lurnineux 34 adress6 & 
travers la couche semi-r£fi£chissante ce qui abaisse le 
coefficient de reflexion de I'empilement. 

Application & I'enregistrement irreversible d'informa- 
tions, par exemple sur disques. 
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SUPPORTS D 1 ENREGISTREMENT OPTIQUE IRREVERSIBLE 

DESCRIPTION 

5 Domaine technique 

La presente invention a pour objet des 
supports d r enregistrement optique irreversible, 
respectivement pour l*6criture et pour la lecture 
d 1 informations . L ' enregistrement est irreversible en ce 

10 sens que l*6criture n'a lieu qu'une fois, sans 
possibility d'effacement ni de re^criture. La lecture 
en revanche, peut etre repetee. 

L' invention trouve une application, par 
exemple, dans 1 1 enregistrement sur disque optique de 

15 type CD-R ("Compact Disc Recordable") , WORM ("Write- 
Once Read Many"), DRAW ("Direct Read After Write") ou 
encore DVD-R ("Digital Versatile Disc Recordable"). 

Mais 1' invention ne se limite pas au cas des 
disques . Elle couvre tout support, de quelque forme que 

20 ce soit (bande, carte, etc . ) • 

Etat de la technique anterieure 

Dans le domaine de 1 1 enregistrement optique 
irreversible, le CD-R, compatible avec le CD ("Compact 

25 Disc"), s'est rapidement impose comme un standard 
mondial. L 1 evolution de la production mondiale atteste 
tres clairement de ce phenomene : 862 millions de 
disques en 1998, 2078 millions en 1999. Le prix actuel 
d'un CD-R est inferieur a 1$ et une baisse de 30% est 

30 attendue dans les deux ans a venir. Le CD-R n'est done 
plus seulement utilise pour 1 ' enregistrement personnel 
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mais egalement pour la realisation de petites series de 
disgues, en lieu et place du pressage de CD ou de CD- 
ROM. La duree de vie economique du produit est 
difficile a estimer. Les plus optimistes pensent gue le 
CD-R pourrait ne pas souffrir de la concurrence du CD- 
RW ("Compact Disc Readable Writable") et de la famille 
DVD. En particulier, dans le domaine informatigue, le 
CD-R pourrait remplacer def initivement la disguette, 
avec une capacite 400 fois superieure. 

Actuellement, la grande majorite des disgues 
utilise une technigue a base de colorant organigue. La 
structure du disgue est illustree sur la figure 1 
annexee . 

De support d' enregistrement represents 
comprend : 

- un substrat transparent 10 (en polycarbonate par 
exemple) , 

- une couche 12 de colorant sensible aux longueurs 
d'onde comprise entre 7750 et 7950A, 

- une couche ref lechissante 14, en alliage d ' or ou 
d' argent par exemple, 

- une ou deux couches de protection 16. 

Les donnees sont ecrites sur le disgue en 
focalisant un faisceau optigue 18 emis par un laser de 
forte puissance. Le faisceau atteint la couche 12 de 
colorant a travers le substrat 10. La lumiere absorbee 
par le colorant chauffe celui-ci et entraine une 
modification irreversible de la structure optigue. 
Cette modification peut se limiter au colorant, ■ mais 
elle peut egalement atteindre les materiaux 
environnants : substrat 10 ou couche ref lechissante 14. 
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Les donnees sont enregistrees sous forme 
d'altemance de zones non-ecrites de forte reflexion et 
de zones ecrites de faible reflexion. Le codage des 
donnees est obtenu par la variation de longueur des 
marques inscrites. 

La lecture des donnees est obtenue avec un 
faisceau lumineux de lecture issu d'une diode laser de 
faible puissance. 

Les donnees sont inscrites en spirale sur la 
surface du disque. Le suivi de cette spirale est rendu 
possible, a la lecture comme a l'ecriture, par la 
presence d'un sillon pre-grave dans le substrat. Les 
donnees ne sont inscrites que dans le sillon 
("groove"). La zone vierge de la spirale est appelee 
"land" . 

Cette t".P»r:Vmn1 nrri e» nvac-ant-o *•>-■. ,• _ . . . 

de pr obi ernes lies au vieillissement des produits 
organiques (par la lumiere ou la temperature par 
exemple) , a la grande sensibilite du colorant a la 
longueur d'onde (probleme de compatibility entre 
formats de type CD et DVD par exemple) , au coQt de 
l'etape de depdt du colorant (duree, entretien, coflt de 
la matiere premiere) . 

Le dernier probleme, notamment, renforce 
l'interet d'une autre solution qui permettrait 
d'abaisser les covits de production. En particulier, 
dans les pays ou le cout de la main d'oeuvre est eleve, 
suivre la tendance du march, sera difficile. Ainsi, en 
1998, 37% de la production mondiale se faisait a Taiwan 
contre 60% en 1999. Une solution interessante 
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consisterait a remplacer le produit organigue par un 
produit inorganique. Mais d'autres difficulty 
apparaissent alors : 

- le passage d'une reflexion forte, pour le disque 
vierge, a une reflexion faible pour les points 
inscrits doit etre conserve pour permettre la 
compatibility avec le materiel existant (graveurs et 
lecteurs) , 

- une sensibilite suffisante doit etre preservee pour 
que la puissance d'ecriture soit dans la gamme 
accessible aux graveurs actuels a vitesse de gravure 
donnee, 

- une qualite d'ecriture suffisante (fort rapport 
signal a bruit, faible jigue ou "jitter", faible 
asymetrie) doit etre obtenue pour garantir une 
ecriture et une lecture satisfaisante, 

- la duree de vie doit etre suffisante en depit du 
v.ieillissement du a la temperature, au soleil, aux 
chocs et aux rayures. 

La resolution siraultanee de ces probl&mes est 
difficile. De plus, les realites industrielles imposent 
1' usage de technologies de dep6t eprouv^es et rapides . 
II s'agit, le plus souvent, de pulverisation, et non 
d* evaporation, par exemple, souvent trop lente. De 
meme, la reduction des couts pousse a minimiser le 
nombre de postes de pulverisation et done le nombre de 
materiaux et de couches, voire meme l'^paisseur de ces 
dernier es . 

L 'utilisation de materiaux inorganiques pour 
1 ' enregistrement irreversible est envisag^e depuis 
longtemps. Le tellure et ses alliages ont fait l'objet 
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d' etudes avant m§me 1 1 apparition des colorants. Depuis 
que ces derniers se sont imposes, de nouveaux materiaux 
font reguli^rement leur apparition dans ce domaine. 
Parmis ces solutions, peu sont compatible avec le 
5 materiel existant de gravure et de lecture. Des 
solutions tres variees ont pourtant ete etudiees [1] : 
Formation de trous [2] : II s'agit de la methode qui a 
ete le plus etudiee dans les annees 80. Elle consiste a 
cr6er un trou dans la couche active a l'aide d'une 

10 impulsion lumineuse intense. Les materiaux les plus 
utilises dans cette technique sont In, Bi, Te et divers 
chalcogenures (en excluant 1 ' utilisation de materiaux 
organiques) . Tous ces materiaux ont en commun un has 
point de fusion et une grande absorption. 

15 Formation de bulles [3] : Classiquement , la couche 
active comporte une couche metallique (alliage d'or ou 
de platine) et une couche de poiymere organique. 
L ! elevation de temperature dciiis la couche metal 11 que 
est transferee a la couche de polymere ce qui se 

20 traduit par une decomposition de ce dernier et une 
emission de gaz . Ce gaz detache la couche metallique du 
substrat. L ' eclatement de la bulle peut etre evite en 
optimisant les parametres de la couche active. Les 
travaux concernant AgO x sont egalement a ranger dans 

25 cette categorie . 

Segregation : [4] Le constituant de la couche se 
decompose sous irradiation laser. Les sous-oxydes sont 
de bons candidats, par exemple TeOi.i. Ce materiau se 
decompose en Te02 et Te apres irradiation. Te etant 

30 ref lechissant , le point inscrit est plus ref lechissant 
que son entourage. 
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Changement de phase cristallin-amorphe : Certains 
materiaux etudies dans le cadre de 1 ' ablation sont 
proches des materiaux a changement de phase. On peut 
done imaginer que des materiaux employes habituellement 
pour 1 ' enregistrement par changement de phase sont 
utilisables de maniere irreversible dans le cadre de 
1' ablation. Cependant, pour que l'^criture de donnees 
par changement de phase se traduise par une 
modification de la reflexion d'une valeur haute k une 
valeur basse, le materiau doit passer de 1 ' etat 
cristallin a 1 ' etat amorphe. Or, le materiau est dans 
un etat amorphe apres son d6p6t sur le substrat. 
L'ecriture par changement de phase necessite done une 
etape d' initialisation qui consiste k cristalliser le 
materiau sur toute la surface du disque. Cette etape 
represente un codt non negligeable dans la fabrication 
d'un disque de ce type. Enfin, le contr61e des effets 
thermiques dans le disque necessite souvent la presence 
de trois k quatre couches, dont certaines, 
dielectriques, peuvent §tre relativement epaisses. 
L 'utilisation d'une ecriture irreversible bas^e sur le 
changement de phase ne parait done pas interessante du 
point de vue economique. 

Changement de texture [5] : Cette technique concerne en 
general des couches actives a base de germanium ou de 
silicium. La surface rugueuse de la couche devient 
lisse apres irradiation laser. La reflexion passe done 
d'une valeur basse k une valeur elevee. Ce n'est pas le 
sens du changement recherche. D' autre part, ces disques 
comportent souvent un niveau de bruit eleve. 
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A la connaissance des Demandeurs, un disque 
ayant plus de 60% de reflexion avec une seule couche de 
materiau inorganique ne peut etre obtenu qu ' avec des 
couches epaisses et/ou des mat£riaux proches des metaux 
5 nobles. Or, l'ecriture dans ces mat6riaux ne peut se 
faire qu'h des puissances elevees incompatibles avec 
les normes, en particulier du fait d'une absorption 
plus faible, d'une conductivity thermique plus 
importante et d'une temperature de fusion plus 61ev£e. 

10 Par exemple, on ne peut pas ecrire un signal dit "3T- 
3T" (ou la notation 3T designe la longueur des marques 
inscrites sur le disque et la longueur des intervalles 
entre ces marques) , avec un bon rapport signal sur 
bruit (ce rapport reste inferieur k 2 0dB quelle que 

15 soit la puissance) dans une couche d'or de 2 0 nm ayant 
une reflexion de 60%. Le meme essai avec une couche de 
10 nm, pr^sentant une reflexion de 40% environ, aboutit 
a un resultat identique. Four augruexiter la sensibility, 
on utilise en general des materiaux plus sensibles que 

2 0 les metaux nobles, comme le tellure par exemple. 

Malheur eusement , une seule couche de materiau sensible 
ne permet generalement pas d'obtenir une reflexion 
initiale suffisante. C'est le cas egalement avec un 
materiau comme le tellure utilise par les Demandeurs 
25 comme on peut le voir sur la Figure 3. Cette figure 
donne, en abscisses, la reflexion R en % dans une zone 
d'ecriture et , en ordonn^es, la puissance d'ecriture 
minimale P (en mw) . La reflexion obtenue ne depasse 
jamais 50%, quelles que soient les epaisseurs et les 

3 0 conditions de dep6t, pour le materiau £tudi6* 
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Pour augmenter la reflexion, une methode 
classique consiste a ajouter une couche d f or ou 
d' argent derriere la couche sensible [6] (par rapport a 
1* incidence de la lumiere, de fagon similaire au cas 
des disques k base de mater iau organique) . Cette couche 
ref lechissante est en general separee de la couche 
sensible par une couche dielectrique . Pour certains 
inecanismes d'ecriture, comme la formation de trous par 
exemple, la presence de cette couche di^lectrique se 
traduit souvent par une perte de sensibility et une 
baisse du rapport signal sur bruit. II faut alors 
diminuer 1'epaisseur de la couche sensible afin de 
diminuer la puissance de seuil. Malheureusement, les 
couches tres fines ont en g6n£ral un mauvais rapport 
signal sur bruit et une reflexion plus faible. 

La presente invention a justement pour but de 
remedier a tous ces inconv£nients . 

Expose de 1 1 invention 

A cette fin, 1' invention preconise 

1 'utilisation d'une structure tres simple, sans 
materiau organique, et dont le f onctionnement est 
compatible avec les techniques et materiels connus . 
Cette structure comprend essentiellement un empilement 
bicouche constitu£ par une couche semi-ref lechissante 
et d'une couche inorganique. L'ecriture s'effectue a 
travers la couche semi-r^f lechissante . La lecture se 
fait par la meme face. Sous l'effet de 1 ■ irradiation, 
la couche inorganique subit des deformations de nature 
diverse : creux, criques, bulles, cavit^s, crateres, 
bossages, dislocations, gonflements, bourrelets, 
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ablation partielle ou totale, reflux de mati&re etc. 
Des deformations peuvent eventuellement se produire 
dans la couche semi-ref lechissante et dans le substrat. 
Les puissances necessaires a 1' apparition des 
5 deformations sont compatibles avec celles qui sont 
mises en ceuvre dans les appareils de gravure actuels. 
Elles ont en tout cas pour effet d'abaisser le 
coefficient de reflexion de 1 1 empilement bicouche, Qui, 
en dehors des zones ainsi deformees peut atteindre 65%. 

10 La couche inorganique etant h. 1 ' origine de ces 
deformations est appel^e par la suite "couche active". 
Elle presente, en elle meme, lorsqu'elle n'est pas 
deformee, un certain coefficient de reflexion mais qui 
est insuffisant. La couche semi-ref lechissante coopere 

15 avec la couche inorganique pour accroitre la valeur de 
cette reflexion. 

De fagon plus precise, la presente invention a 
pour objet un support d'enregistremenL pour 1 ' ecriture 
d ' informations, caracterise en ce qu'il comprend un 

20 empilement bicouche constitue par une couche semi- 
ref lechissante et une couche active inorganique, la 
couche active inorganique etant apte a subir des 
deformations sous 1' effet d'un rayonnement optique 
d'ecriture dirige & travers la couche semi- 

25 ref lechissante, ces deformations abaissant le 
coefficient de reflexion de 1 1 empilement . 

L 1 invention a egalement pour objet un support 
d' enregistrement pour la lecture d 1 informations , 
caracterise en ce qu'il comprend un empilement bicouche 

3 0 constitue par une couche semi-r^f lechissante et une 
couche active inorganique, la couche active inorganique 
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presentant des deformations dans certaines zones, le 
coefficient de reflexion de 1 ' empilement etant plus 
faible dans ces zones qu'en dehors. 

De preference, 1 1 empilement bicouche est 
depose sur un substrat. La couche semi- ref lechissante 
peut §tre disposee entre le substrat et la couche 
active inorganique. A 1 ■ inverse la couche active 
organique peut etre disposee entre le substrat et la 
couche semi-ref lechissante . Dans le premier cas, le 
substrat doit §tre transparent. Ce substrat peut §tre 
grave sous forme d'un sillon spirale. 

De preference encore, la couche 

semi-ref lechissante est un metal. Ce metal peut etre 
pris dans le groupe comprenant 1 1 aluminium, l f argent, 
le cuivre, l'or, le zinc, le titane et leurs alliages. 
L ' aluminium semble £tre un metal particulierement 
approprie. 

La couche semi-ref lechissante peut etre 
realisee en deux materiaux differents (ou plus) . Elle 
peut comprendre par exemple une fine couche d'or et une 
fine couche d 1 argent. 

De preference, la couche active est en un 
mater iau pris dans le groupe comprenant le tellure, 
l'antimoine, le selenium, 1* indium, le bismuth, 
1' arsenic et leurs alliages. 

La couche active peut etre en alliage SbTe ou 
SbSe avec un metal pris dans le groupe comprenant Al, 
Ag, Cu, Si, As. 

Le materiau de la couche active peut en outre 
comporter une certaine proportion d' azote. 



• 
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Dans un mode de realisation avantageux, une 
couche de protection est d^posee sur 1 1 empilement , c6te 
couche active inorganique. Cette couche de protection 
peut §tre en silicone elastomere. Une couche 
5 intennediaire dielectrique, organique ou inorganique, 
peut eventuellement §tre intercalee entre la couche 
active et la couche de protection- Cette couche 
interm6diaire favorise 1 ' ecriture et/ou la longevite du 
support par ses propri^tes thermiques, chimiques et/ou 

10 mecaniques . 

La presente invention a egalement pour objet 
un proced6 d'£criture d'un support d 1 enregistrement tel 
qu'il vient d'etre defini et qui est caracteris6 en ce 
qu'on dirige un faisceau optique sur la couche active k 

15 travers la couche semi-r£f 16chissante, la puissance du 
faisceau optique £tant apte & provoquer des 
deformations de la couche active. 

La presence invention <a encore pour objet un 
proc^de de lecture d'un support d'enregistrement tel 

2 0 qu'il a ete defini, caracterise en ce qu'on dirige un 
faisceau optique sur la couche active a travers la 
couche semi-r^f lechissante, la puissance du faisceau 
optique etant apte a donner naissance & un faisceau 
r6f lechi dont 1 ' intensity depend des deformations de la 

2 5 couche active. 

Breve description des dessins 

- la figure 1, deja decrite, montre le schema 
de principe d'un disque a colorant organique ; 

3 0 - la figure 2 montre le lien entre le 

coefficient de reflexion d'une couche inorganique 
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unique en Sb 2 Te 3 et la puissance lumineuse requise pour 
l'^criture ; 

- les figures 3A et 3B illustrent 
schematiquement 1' empilement bicouche conforme a 
1' invention avant et apres ecriture ; 

- la figure 4 illustre un mode particulier de 
realisation d'un support selon 1 1 invention dans le cas 
d'un disque comprenant des sillons graves dans un 
substrat avec couche de protection ; 

- la figure 5 rassemble des courbes montrant 
1' evolution du rapport signal sur bruit en fonction de 
la puissance d' ecriture pour plusieurs epaisseurs de la 
couche semi-ref lechissante ; 

- les figures 6A et 6B montrent 1 1 image d'un 
support apr£s illumination avec un laser respectivement 
de faible et de forte puissance ; 

- la figure 7 represente une image de points 
inscrits sur un disque vernis . 

Description de modes particuliers de realisation 

La figure 3A montre un empilement bicouche 
conforme k l'invention. Cet empilement est constitu6 
par une couche inorganique 30, dite par la suite 
"couche active" , et une couche semi-ref lechissante 32, 
par exemple m^tallique. Cet empilement peut §tre ecrit 
par un faisceaux lumineux 34 dirigd sur et a travers la 
couche ref lechissante 32. L*6nergie d6pos£e par le 
faisceau lumineux, aprfes travers£e de la couche semi- 
ref lechissante, deforme la couche active, comme il a 
ete explique plus haut. La couche semi-ref lechissante 
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32 peut n'§tre pas deformee ou etre deformee elle 
aussi . 

La figure 3B montre 1 1 empilement apres 
ecriture et pendant l 1 operation de lecture. Le faisceau 
de lecture 36, d' intensity plus faible que le faisceau 
d* ecriture 34, est dirig£ vers la couche semi- 
ref 16chissante 32. Du fait de la deformation de la 
couche active 3 0 (qui dans le cas illustr6, est li6e k 
!■ apparition d'un trou 33) et eventuellement de la 
couche semi-ref l^chissante 32, le coefficient de 
reflexion de 1 1 empilement est plus faible dans les 
zones 6crites Ze que dans les zones non Writes Zne. Le 
faisceau reflechi 38 est done moins intense dans les 
zones ecrites Ze que dans les zones non decrites Zne ce 
qui permet, par des moyens optiques bien connus de' 
1'homme du metier, de discriminer les differentes zones 
et de lire ainsi 1 1 information enregistr^e. 

L ' empilement bicouche qui vient d*§tre d£crit 
peut etre depose sur n 1 importe quel substrat et 
notamment sur un substrat en forme de disque avec un 
sillon grave. C'est ce qui est repr£sent6 sur la figure 
4 avec un certain nombre d' options. Sur cette figure on 
voit un substrat transparent 40 grav6 par des sillons 
42 et un empilement bicouche 30-32 conforme a 
1 1 invention. 

En plus, dans le mode de realisation illustre, 
le support comprend une couche dielectrique 44 et une 
couche de protection 46. 

Le substrat 40 peut etre en plastique 
(polycarbonate ou PMMA par exemple) avec des sillons de 
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largeur comprise entre 400 et 800 run et de profondeur 
comprise entre 20 et 60 rim. 

Sur la figure 4, la couche semi-r<§f lechissante 
32 est . deposee sur le substrat, ce qui suppose que 
celui-ci est transparent puisque l'£criture et la 
lecture s 1 ef f ectuent k travers cette couche. Mais on 
peut aussi renverser la disposition et mettre la couche 
active sur le substrat, auquel cas c'est la couche de 
protection 46 qui doit §tre transparente . Dans ce cas, 
le substrat peut §tre opaque. 

Le materiau de la couche semi-ref lechissante 
est choisi pour ses proprietes de reflexion (Al, Zn, 
Au, Ag, Cu ou leurs alliages par exemple) . II est 
souhaitable que cette couche absorbe peu la lumiere. La 
couche semi-r£f lechissante 6tant vue en premier par le 
faisceau lumineux, son epaisseur doit §tre ajustee au 
mieux pour augmenter la reflexion sans augmenter 
excessivement le seuil d'ecriture. Cette epaisseur peut 
etre comprise entre 4 et 10 nm par exemple. 

La couche active est a la base du mecanisme 
d'ecriture mais participe egalement a la reflexion de 
1 1 empilement . Son epaisseur est comprise entre 10 et 
100 nm et doit etre ajustee pour permettre de conserver 
une puissance d'ecriture raisonnable avec une reflexion 
suffisante. Les conditions de dep6t de cette couche 
sont ajustees pour travailler avec une epaisseur 
optimale a reflexion constante. En effet, les trous, 
bulles, cavites etc. formes doivent §tre suffisamment 
grands pour que le contraste soit bon mais pas trop 
pour limiter le bruit de lecture. Or, la largeur des 
trous, bulles, cavites, etc... semble proportionnelle 
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dans certains cas k l'epaisseur de la couche. Le 
materiau de cette couche peut §tre par exemple : Te, 
Sb 2 Te 3/ In, Bi, Bi 2 Te 3 , SeTe, Se, As 3 Se 3 , As 2 Te 3 . . . 

Des r^sultats de mesure sont pr^sentes sur la 
figure 5. Sur cette figure sont representees les 
variations du rapport signal sur bruit (S/B) porte en 
ordonn^es et exprim<§ en dB, en fonction de la puissance 
optique de lecture P port6e en abscisses et exprimee en 
mW.. Les courbes correspondent a une succession de zones 
6crites de largeur 3T et de zones non 4crites de meme 
largeur, pour une vitesse lineaire de rotation du 
disque egale k quatre fois une vitesse de reference 
6gale k 1,2 m/s soit, done, 4,8 m/s. La couche active 
presentait une epaisseur de 25 nm. La couche semi- 
r6f lechissante etait une couche d 1 aluminium d' epaisseur 
variable, respectivement de 6 nm, 7 nm, 8 nm et 9 nm 
pour les courbes 51, 52, 53, 54. Le coefficient de 
reflexion de 1 * empilement dans les zones non ecrites 
etait respectivement de 46, 48, 50 et 51 % (alors que, 
sans couche r£f lechissante, elle ne serait que de 
40 %) . 

L 1 empilement bicouche de 1 1 invention est 
suffisant pour ecrire et lire des informations. 
Cependant, on peut, en option, a j outer & cet empilement 
d'autres couches pour proteger le disque des 
modifications physico-chimiques des materiaux 

(oxydation par exemple), pour eviter de 1 1 endommager 
par des rayures ou des coups et pour lui eviter des 
salissures et traces diverses dont la presence peut 
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gener la lecture ou l'ecriture et dont le nettoyage 
risque d ' endommager le disque. On peut ainsi ajouter 
une ou deux couches, voire plus, sachant que plus le 
nombre de couches ajoutees est eleve moins la solution 
devient interessante economiquement . General ement, la 
derniere couche deposee assure la protection rnecanique. 
II s'agit souvent d'un vernis d£pos£ a la tournette, 
solidifie sous rayonnement ultraviolet, ayant une 
epaisseur de quelques microns . On peut aussi utiliser 
la technique du disque scell6. 

La couche dielectrique intermediaire 44 peut 
etre ajoutee entre la couche active 30 et la couche de 
protection 46 comme illustre sur la figure 5, pour 
diverses raisons notamment pour favoriser mecaniquement 
et thermiquement la deformation de la couche active et 
renforcer sa resistance. Cette couche intermediaire 
peut egalement isoler chimiquement la couche active de 
la couche de protection. 

Les couches active et ref lechissante sont 
deposees de preference par pulverisation. Les 
conditions de dep6t des deux couches sont choisies pour 
obtenir une reflexion suffisante tout en conservant un 
seuil de puissance d'^criture compatible avec la 
plupart des appareils de gravure disponibles dans le 
commerce. Les couches intermediaire et de protection 
peuvent etre realisees par pulverisation ou par depdt a 
la tournette selon la nature des materiaux et 
1' epaisseur des couches. 
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Quelques exemples de modes de realisation vont 
maintenant etre decrits. II va de soi qu'ils ne 
limitent en rien la port6e de 1' invention. 
Exemple 1 

Le substrat est en polycarbonate. La couche 
r6f ltchissante est en aluminium d'epaisseur comprise 
entre 6 et 9 nm. Elle est deposee par pulverisation 
avec un courant de cible de 500 inA et une pression 
d 1 argon de 3.10~ 3 mbar. La couche active est constitute 
de Sb 2 Te 3 , d'epaisseur 2 5 nm (calculee partir du temps 
de dep6t) . Elle est deposee par pulverisation avec une 
pression d' argon de 10" 3 mbar et un courant de cible de 
100 mA. Les reflexions mesurtes en faisceau focalise a 
l'aide d'un testeur de CD-R du commerce donnent : 
Num£ro de 1 1 Echantillon 1 2 3 4 5 

Epaisseur d' aluminium (nm) 0 6 7 8 9 

Reflexion (unite arbitraire) 1 1,15 1,2 1,25 1,28 

Les variations du rapport signal sur bruit en 
fonction de la puissance d'Ecriture obtenue a la 
vitesse 4,8m/s pour les echantillons comportant une 
couche d' aluminium sont representees sur la figure 6. 
Pour une vitesse de 1,2 m/s le rapport signal sur bruit 
est superieur <k 45 dB pour une puissance suptrieure a 
5,5 mW pour les echantillons 2 et 3, sup£rieure i 7 mW 
pour 1 'echantillon 4. Le rapport signal sur bruit est 
superieur a 43 dB a partir de 8 mW pour 1 ' echantillon 
5. A la vitesse double (2,4m/s) le rapport signal sur 
bruit est superieur a 47 dB k partir de 7,5 mW pour les 
echantillons 2 et 3, a partir de 10 mW pour 
1 • echantillon 4. 
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Eacemple 2 

Le substrat est en polycarbonate. La couche 
ref lechissante est en aluminium d* epaisseur comprise 
entre 6 et 9 nm. Elle est deposee par pulverisation 
avec un courant de cible de 500 mA et une pression 
d 1 argon de 3.10" 3 mbar. La couche active constitute de 
Sb 2 Te 3# d' epaisseur 30 nm (calculee a partir du temps de 
dep6t) . Elle est deposde par pulverisation avec une 
pression d' argon de 10" 3 mbar et un courant de cible de 
250 mA. Les reflexions mesurees en faisceau focalise a 
I'aide d'un testeur de CD-R du commerce donnent : 
Numero de 1 ■ echantillon 12 3 4 5 

Epaisseur d 1 aluminium (nm) 0 6 7 8 9 

Reflexion (unite arbitraire) 1 1,12 1,19 1 # 23 1,3 0 

L • Echantillon 2 a un rapport signal sur bruit 
superieur a 42 dB & partir de 4 mW en vitesse l,2m/s, 
46 dB a partir de 6 mW en vitesse 2,4m/s et 48 dB a 
partir de 10 mW en vitesse 4,8m/s. L • echantillon 3 a un 
rapport sur bruit superieur a 45 dB & partir de 6,5 mW 
en vitesse l,2m/s, 8,5 mW en vitesse double et 12 mW en 
vitesse quadruple. Tous ces tests ont ete effectues 
avec un signal compose d 1 alternances de zones de meme 
longueur . 
Exemple 3 

Le substrat est en polycarbonate. La couche 
est en aluminium de 7 nm d' epaisseur, la couche active 
a 40 nm d' epaisseur et est constitute de Sb 2 Te 3 . Une 
couche de protection de 40 nm en silice est prevue. La 
reflexion du disque en zone non ecrite est de 60 %. Cet 
empilement a ete irradie par un faisceau lumineux de 

longueur d'onde est comprise entre 7700 A et 7900 A les 
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r6sultats se 1 ' irradiation ont 6te observes par AFM 
(Atomic Force Microscope) . La surface du disque (c6te 
couche de silice) , pour une puissance faible et une 
puissance forte est representee sur les figures 6A et 
5 6B. 

Example 4 

Le substrat est en polycarbonate. La couche 
active de 20 run est composee de Sb2Te3 . Elle est 
r6alis6e par pulverisation. La couche semi- transparent e 
10 est en alliage aluminium- chrome de 7 nm d'^paisseur. Un 
vernis de protection a ete depos£ a la tournette et 
solidifie avec une lampe UV. La figure 7 montre les 
points inscrits sur le disque. 
Example 5 

15 Le substrat est en polycarbonate. La couche 

active de 28 nm est en Sb 2 Te 3 . Elle est realis^e par 
pulverisation. La couche s emi - tr anspar en t e est en 
aluminium de 6 nm d'epaisseur. Le rapport signal sur 
bruit a et6 mesure avant application d'une couche de 

20 protection. les puissances de seuil sont compatibles 
avec la norme CD-R : 4 mW en vitesse 2,4 m/s, 5 mW en 
4,8 m/s, 8 mW en 9,6 m/s. 

Avec une couche d'elastomere, les puissances 
de seuil restent compatibles avec la norme CD-R : 4 mW 

25 en vitesse 2,4 m/s, 5 mW en 4,8 m/s et 9 mW en 9,6 m/s. 

A la vitesse 145,4 m/s la puissance de seuil 
est de 13 mW pour un rapport signal sur bruit de 47 dB, 
avec la couche d • elastom^re . 

JO S'agissant de la longueur d'onde de la lurniere 

servant a ecrire et lire les donnees, on peut donner 
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les indications suivantes . Pour la famille CD (CD-R) 
c'est autour de 8000 A (proche infrarouge) qu'on 
travaillera, les fourchettes etant precisees dans les 
normes. Elles sont differentes pour la lecture et 
l'ecriture. Pour le DVD (DVD-R par exemple) on se 

placera dans le rouge autour de 63 00 ou 6500 A. 
D'autres longueurs d'onde, dans le vert ou dans le bleu 
peuvent 6galement etre utilisees. 
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REVINDICATIONS 

1. Support d'enregistrement pour l'ecriture 
d' informations, caracterise en ce qu'il comprend un 
empilement bicouche constitue par une couche semi- 
reflechissante (32) et une couche active inorganique 
(30), la couche active inorganique (30) etant apte a 
subir des deformations sous l'effet d'un rayonnement 
optigue d'ecriture (34) dirige a travers la couche 
semi-reflechissante (32), ces deformations abaissant le 
coefficient de reflexion de 1 ' empilement . (Fig. 4A) 

2. Support d'enregistrement pour la lecture 
d' informations, caracterise en ce qu'il comprend un 
empilement bicouche constitue par une couche semi- 
reflechissante (32) et une couche active inorganique 
(30), la couche active inorganique (30) presentant des 
deformations dans certaines zones (Ze) , le coefficient 
de reflexion de 1 ' empilement etant plus faible dans ces 
zones (Ze) qu ' en dehors (Zne) . (Fig.4B) 

3. Support d'enregistrement selon l'une 
quelconque des revendications 1 et 2, dans lequel 
1' empilement bicouche est depose sur un substrat 
transparent (40), la couche semi-reflechissante (32) 
etant disposee entre le substrat (40) et la couche 
active inorganique (30) . 

4. Support d'enregistrement selon l'une 
quelconque des revendications 1 et 2, dans lequel 
1' empilement bicouche est depose sur un substrat, la 
couche active inorganique (30) etant disposee entre le 
substrat et la couche semi-reflechissante. 
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5. Support d'enregistrement selon I'une 
quelconque des revendications 1 et 2 dans lequel la 
couche semi-ref lechissante (32) est en metal. 

6 . Support d ' enregistrement selon la 
5 revendication 5, dans lequel le metal de la couche 

semi-r6f lechissante (32) est pris dans le groupe 
comprenant Al, Ag, Cu, Au, Zn, Ti et leurs alliages. 

7 . Support d ■ enregistrement selon 1 * une 
quelconque des revendications 5, dans lequel la couche 

10 semi-ref lechissante comprend deux couches metalliques . 

8 • Support d 1 enregistrement selon 1 ' une 
quelconque des revendications 1 et 2 , dans lequel la 
couche active inorganique (30) est en mat^riau pris 
dans le groupe comprenant Te, Sb ou Se, et leurs 

15 alliages. 

9 . Support d 1 enregistrement selon 1 1 une 
quelconque des revendications 1 et 2 , dans lequel la 
couche active inorganique (30) est en ailiage SbTe 
avec un element pris dans le groupe comprenant Al , Ag, 

2 0 Cu, Si, As. 

10. Support d'enregistrement selon l'une 
quelconque des revendications 1 et 2 , dans lequel la 
couche active inorganique (30) est en ailiage de SbSe 
avec un element pris dans le groupe comprenant Al, Ag, 

25 Cu, Si, As, 

11. Support d 1 enregistrement selon l'une 
quelconque des revendications 1 et 2 , dans lequel la 
couche active inorganique (30) est en ailiage SeTe 
avec un element pris dans le groupe comprenant Al , Ag, 

3 0 Cu, Si, As. 
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12. Support d' enregistrement selon 1 ' une 
quelconque des revendications 8 a 10, dans lequel le 
materiau inorganique de la couche active (3 0) comporte 
une proportion d' azote. 

13. Support d' enregistrement selon 1 ' une 
quelconque des revendication 1 et 2, dans lequel une 
couche de protection (46) est deposee sur 1 ' empilement . 

14. Support d' enregistrement selon la 
revendication 13 comport ant en outre une couche 
intermediaire dielectrique (44) entre 1 ■ empilement et 
la couche de protection (46) . 

15. Support d' enregistrement selon l'une 
quelconque des revendications 13 et 14 dans lequel la 
couche de protection (46) est en silicone elastomere. 

16. Support selon l'une quelconque des 
revendications 1 et 2 dans lequel la couche semi- 
reflechissante (32) a une epaisseur comprise entre 4 et 
10 run. 

17. Support d' enregistrement selon l'une 
quelconque des revendications 1 et 2 dans lequel la 
couche active inorganique (30) a une epaisseur comprise 
entre 10 et 100 nm. 

18. Procede d'ecriture d'un support 
d' enregistrement selon la revendication 1, caracterise 
en ce qu'on dirige un faisceau optique sur la couche 
active (3 0) a travers la couche semi-ref lechissante 
(32), la puissance du faisceau optique etant apte a 

provoquer des deformations de la couche active (30) . 

19. Procede de lecture d'un support 
d' enregistrement selon la revendication 2, caracterise 
en ce qu'on dirige un faisceau optique sur la couche 
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active (3 0) a travers la couche semi-ref lechissante 
(32), la puissance du faisceau optigue etant apte k 
donner naissance & un faisceau refldchi dont 
l'intensite depend des deformations de la couche active 
(30) . 




Pfnr\ W) 



40. 
6 



1 1 1 1 1 1 

ZO 30 AO SO 



60 



FIG. 2 



2809856A1J_> 



2809856 

2/4 





FIG. 3 A 

IZZZZZZZZ&ZZZZZZZZZZZZL 





BNSDOCID: <FR 2909B56A1_I_> 



2809856 
3 / A- 





FIG. 6 A 




FIG. 6 B 

BNSDOCID: <FR 2809856A 1 _l_> 



RlrPUBLIQUE FRANQAISE 




IMSTITUT 
NATIONAL OE 
LA PROPftlETE 
INDUSTRIELLE 



RAPPORT DE RECHERCHE 

PRELiMINAIRE 

6tabli sur la base des demferes revendications 
d£pos6es avant te commencement de la recherche 



2809856 

N* d'enreglstrement 
national 

FA 589358 
FR 0006911 



DOCUMENTS CONSIPERES COMME PERTINENTS 



Categorie 



Citation du document avec indication, en casde besoin. 
des parlies pertinentes 



Rovendicatjon(s) 



Classement attribui 
a I'invention par I'lNPI 



US 5 479 382 A (NISHIDA TETSUYA ET AL) 
26 decembre 1995 (1995-12-26) 

* colonne 4, ligne 24 - colonne 7, llgne 2 



GB 2 052 080 A (INST ELEKTRODINAMIKI 
AKADEMII) 21 Janvier 1981 (1981-01-21) 

* page 1, ligne 4 - page 2, ligne 34; 
exemples 1-3,19 * 

EP 0 822 543 A (IND TECH RES INST) 
4 fevrier 1998 (1998-02-04) 

* colonne 3, ligne 24 - ligne 46; figure 1 
* 

* colonne 4, ligne 18 - ligne 49 * 

US 5 753 413 A (ANZAI YUMIKO ET AL) 

19 ma1 1998 (1998-05-19) 

* colonne 2, ligne 13 - colonne 6, ligne 
i>7 * 

US 5 709 978 A (HIROTSUNE AKEMI ET AL) 

20 Janvier 1998 (1998-01-20) 

* le document en entier * 



1-6, 
8-11,13, 
14,16,17 



1-8,16, 

17 

10 



1-4 



611B7/24 
G11B11/03 



-4, 
-11,17 



,2,8-1 



DOMAINES TECHNIQUES 
RECHERCHES (lntCL.7) 



G11B 



o> r 

s 

»- i 

n 

SI 

s 
a 

s 



Date tfacbevement de la recherche 

31 octobre 2000 



cat£gorie des documents crr£s 

X : partlculiferement pertinent & tui seul 

Y : partlculierement perlinenl en combinaison avec un 

autre document de la me me categorie 
A : arriere-ptan technologique 
O : divulgation non-ecrite 
P : document intercalate 



Examhateur 



Quaranta, L 



T : theorie ou prlncipe a ta base de Hnvention 

E : document de brevet beneficiant cfune date anterieure 

a la date de depot et qui n'a ete publte qu'a eerie date 

de depot ou qu'a une date posterieure. 
D : cite dans la demande 
L : cite pour tfautres raisons 



& : membre de la meme famine, document correspondent 



BNSDOCID: <FR 2B09856A1J_ 



This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning 
Operations and is not part of the Official Record 

BEST AVAILABLE IMAGES 

Defective images within this document are accurate representations of the 
original documents submitted by the applicant. 

Defects in the images include but are not limited to the items checked: 

JZ( BLACK BORDERS 

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 
jd FADED TEXT OR DRAWING 

□ BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 

□ SKEWED/SLANTED IMAGES 

^ COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 

□ GRAY SCALE DOCUMENTS 

□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 

□ REPERENCE(S) OR EXHIBITS) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning documents will not correct images 
problems checked, please do not report the 
problems to the IFW Image Problem Mailbox 



